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MEMCRIA DEZCRIPTIVA
para solicitar
ler. CERTIFICADO DE ADICION
e n

ESPALRA
a nombre de N.V. PHILIPS'GLOEILAMPENFAERITKEN, entida¢ holandesa, es-
tablecida en Emmasingel 29, Eindhoven, Holanda, por:
"HRJORAS INTRODUCIDAS EN EL ORJETO DE LA PATENTE FPRINCIFALY, nimero
246,348, expedida el 1C de Enero de 1.959, por: "Disposicidn de circui-

to para limitar oscilaclones de seliales eléctricas".

La presente invencidén se refiere a disﬁosiciones de circuito
parﬁ limitar sefiales eléctricas suminisiradas a un circuito resonante
paralelo que estd conectado en paralelo con el paso emisor-colector de
un transistor, preferentemente un transistor simétrico, estando conecta-
do un punto medic del circulto resonante a la base de transistor por
medio de una conexidén paralela RC que deja pasar las frecuencias de modu-
lacién de acuerdo con la patente ¢, 2454348, Esta disposicidn de cir-
cuito presenta la limitacidn que el circuito resonante estd expuesto
a ser excesivemente amortiguado por el transistor, lo que es indesea~

Ple en particular con respecto a sefiales entrantes pequefias. La in-




10

15

20

a5

30

S
257889
vencidn se caracteriza por que una tensidn constante e¢s producida en la
direccidn inversa en el circuito entre el punto medio y la base, lo que
resulta en una reduccidn del amortiguamiento del estado de descanso del
circulto resonante con respecto a sefales insuficientemente grandes.

A fin de que la invencidn pueda ser fédecilmente llevada a la
préctica, se describird a continuacidén detalladamente un ejemplo, con
referencia al divujo acompafiado, en ques

La figura 1 muestra un diagrama basico de circuito de acuerdo con
la invencidn.

La figura 2 muestra uma variante de la disposicidn de circuito
representada en la figura 1.

La figura 3 muestra la disposicidn de circuito de la figura 2 usa-
da en un receptor de radio, y

La figura 4 muestra una forma particular de la disposicidn de cir—
cuito mogtrads en la figura 2.

Lag oscilaciones gue deben ser limitadas son suministradas a un
circuito resonante paralelo 1 de alta calidad., El paso emlsor-colector
de un transistor 2, en particular un transistor de juntura simétri-
ca, es conectado en paralelo con el circuito 1., La expresidén "transistor
simétrico debe ser entendida como significando que las caracteristicas
del transistor permanecen sin cambio al intercambiarse el electrodo emi=
sor ¥ el electrcdo colector. B circuito 1 comprende un punto medio 3 que
estd conectado a la base del transistor 2 a través de la conexidén pa~
ralela de un resistor 4 y un capacitor 5. Le consiante de tiempo de las
conexiones paralelas RC tiene un valor suficiente pare esta conexidn para=—
lela para dejar pasar las frecuencias de modulacidn. Consecuentemente,
una tensidn de polerizacidn que corresponde a la ampllitud de sefial prome~
dia es producida sobre la conexidn paralela RC 4-5 en una direccidn
opuesta a la direccidn de paso a través del electyodo de base. Variacio=-

nes de amplitud de la sefial, que exceden esta polarizacidn, producen va-
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riaciones comsiderables de corriente a través del transisior, mediante
las cuales el clrcuito 1 es amortiguado sn grado tal como vara suprimir
estas variaciones.

En la préctica, el resistor 4 tiene un valor tal como para pro-
ducir una pre~corriente tal a través del transistor 2 en la amplitud
de sellal promedia gque las variaciones de corriente gue corresponden a la
modulacidn de amplitud que deben ser suprimidag se mantienen menores que
dicha pre~corriente. Sin embargo, esta pre~corriente produce un conside-
rable emortiguamiento del estado de descanso del circuito 1. De acuerdo
a la invencidn, dicho amortigusmiento del estado de descanso es reducido
aplicando otra tensidn al circuito entre el punto medio 3 y la base del
transistor 2 con una polaridad inversa a la direccidn de paso a través
de dicha base.

En la figura 1, esto es asegurado aplicando a dicho circuito
una corriente adicional desde una fuente separada 6 a través de un
resistor 7. Bl amortiguamiento del estado de descanso de las sefiales de
intensidad insuficiente, consecuentemente es grandemente reducido, dadd
que la fuente 6 ya produce una parte de la polarizacidn requerida sobre
el resistor 4, de modo que la pre-corriente a través del transistor 2
puede ser menor sin afectar adversamente la supresién de la modulacidn
de amplitud de las sefiales fuertes, La tensién de la fuente 6 preferen—
temente corresponde a la intensidad promedia de sefal, mientras que la
relacién de los resistores 7 y 4 corresponde a la relacidn entre dicha
intensidad promedia de seflal y la intensidad menor de sefial gue debe
ser limitada.

En la disposgicidn de circulto mostrada en la figura 2, un dio-
do Zemer 10 substituye la conexidn varalela RC 4=~5. Bl paso emisor—
colector del transigtor 2 estd conectado en paralelo con parte del cir-
cuito resonante 1, siendo elegido el punto medio 3 en dicho punto de esta

parte. Cuando la mitad de la amplitud de tensién sobre dicha parte excede




10

20

25

30

257885

la tonsidn de Zemer del diodo 10, se produce la rupiura v la corriente a
través del transistor, corriente que amortigua el circuito 1, aumenta
muy rédpidamente. Sin embargo, dado que solamente tiene que circular ura
corriente muy baja a través del diodo 10, no existe el peligro de sobre-
carzar este diodo. Un efecto similar al obtenido con los elemsnios de
circuito 6 y 7 mostrados en la figura 1, es asegurado por la conexidn se-
ria del diocdo 10 y la seccién RC 4 y 5 mostrada en la fizura 1.

En la figura 3, la corriente a través del diodo Zemer es usa-
da para el control automdtico de ganancia de una disposicidn de cir—
cuito radioreceptora dos modulaciones de frecuencia. Como resultado del
abrupto aumento de corriente & través del diodo, es producida una dis—
minucidén de la pre~corriente en el transistor 11, debido a la'cual la re-
sistencia interna de entrada y consecuentemente la amplificacidn dei tran-
sistor 11 son cambiadas de modo que la amplificacidn disminuye con un au-
mento en las seflales entrantes. De acuerdo con la figura 3, el transistor
11 es introducido en el amplificador de frecuencia interna.

Sin embargo, como alternativa, puede formar parte de la parte de
alta frecuencia del receptor.

El capacitor 12 puede dejar pasar las frecuencias de modulacidn
de amplitud indeseables de medo de obiener un control automdtico
de ganancia convencional. 3 deja pasar sclamente las oscllaciones de
frecuencia intermedia y coﬁsecuentemente una sefial quefvaria en el ritmo
de la frecuencia de modulacidn es producida scbre dicho resistor 12, se
obtiene simulténeamente la contra-modulacidén de la modulacidén de amplitud
indeseable.

La figura 4 muestra un elemento de circuito especial 20 que
cumple al mismo tiempo la funcidn del transistor 2 y del diodo Zemer
10 mostrados en la figura 2. Consiste de un cuerpo 21 de material semi-
conductor de un tipo de conductividad que lleva tres electrodos 22, 23 y

24 de tipo de conductividad opuesta. Los electrodos 22 y 23 preferentemen—
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te tienen la misma &rea de supeificie de modo de tener las propiedades
del emlsor y del colector de un transistor simétrico. La tensién de rup-
tura de la juntura p-n entre el electrodo 24 y el cuerpo 21 es inferior
gue la de cada una de lasfjunturas entre los electrodos 22 y 23 respecw
tivamente y el cuerpo 21l. Para este fin, la conductividad del electrodo
24 puede exceder la de los electrodos 22 y 23 respectivamente, y/o el
cuerpo 21, en la proximided del electrodo 24, puede tener una conducti-~
vidad que excede la de los electrodos 22 y 23 respectivamente.

Esta solicitud que corresronde a la presentada en Alemania, con
focha 9 de Mayo de 1.959, bajo el Némero N 16,692 VIITa/21a4, se acoge
a los beneficios del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad

Industrial,.

HNOoTA

Los puntos de invencldn propia y nuevz cue se presentan para que
sean objeto de este ler. Certificado de Adicidén en Espafia, son log si-
guientes:

18, ~ Mejoras'introducidas en el objeto de la patente principal
mimero 2464348 por: "Disposicién de circuito para limitar oscilaciones
de sefiales eléctricas" suminisiradas a un circuito resonante paralelo
que estd conectado en paralelo con el paso emisor—colector de un tran—
sistor, preferentemente un transistor simétrico, estando conectado un
punto medio de dicho cirouitq resonante a la base del transistor a fra-
vés de la conexidn paralela de un resistor y un capacitor, conexidn pa-—
ralela que deja pasar las frecuencias de modulacibn, caracterizadas por
que una tensidén constante es producida en direccién inversa en el cir=

cuito entre el punto medio y la base.
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29,= Mejoras de acuerdo con la reivindicacidén 1, caracterizadas
por el hecho de que una corriente adicional es suministrada desde una
fuente separada a la conexidn paralela RC.

39,=~ Mejoras de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizadas
por que la conexidn paralela RC estd conectada en serie con o reempla-
zada por un diodo Zemer.

49 o= Mo joras de acuerdo con la reivindicacidén 3, en que la dis-
posicidn es usada en un receptor de radio, caracterigadas por el hecho
de que la corriente a través del diodo Zemer es usada para el control
automético de ganancia del receptor. )

50 g Mejoras introducidas en el objeto de la Patente principal,
que comprenden un elemento de circuito pars ser usado enune disposicidn
de circuito de acuerdo con la reivindicacidn 3, caracterizadas por que
el diodo Zemer estd dispuesto como una juntura adicional p-n sobre el

» -

transistor v tiene una tensidn de ruptura menor que la Jjuntura emisor—

base y que la de la juntura colector-base.

62,.,~ Mejoras introducidas en el objeto de la paiente principal
mimero 246,348,

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, représenta—

do en el dibujo que se acompafia y con los fines que se han especifica=-

dos

Ista Memoria consta de seis hojas escritas a mdquina por una sola

carae
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